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Functional Block Diagram
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DQ0 —A| 100 1100 DQ32 —WM 1100 /00
DQ1 —AM—|1101 101 DQ33 —WV“ /01 — /01
DQ2 —A—|1102 1102 DQ34 —N1/0 2 —1/02
DQ3 —N—| 103 — o3 DQ35 —MM 103 —1/03
DQ4 —AN—|I/04 [ ]1o4 DQ36 —WV1/0 4 o4 D6
DO5 —w| o5 DO —os D4 D37 — o5 D2 — 105
DQ6 —A—|1I06 1106 DQ38 —WV1/06 —1/06
DQ7 —AM—{II07 o7 DQ39 —WH 1107 o7
DQS1 ————AW\— UDQS ubas DQS5 ——AM UDQS — ubas
/DQS1T ————A /UDQS I |iupas /DQS5 ———WA- /UDQS 1 /UDQS
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pQg —W\— /08 /08 DQ40 —M-HI/0 8 [ l(ek:]
DQ9 —W—|ll09 L lio9 DQ41 — /09 | o9
DQ10 —A /0 10 {1010 DQ42 — A0 10 |_lo1o
DQ1 —An 011 L1011 DQ43 — 0 11 | o1
DQ12 —\—l10 12 /10 12 DQ44 — /012 | |1o12
DQ13 —A 013 1013 DQ45 — V0 13 [ lvo13
DQ1a —]liO 14 110 14 DQ4s — O 14 L lio14
DQ15 —WLlO 15 Lo 1s DQ47 —AA 0 15 | _o1s
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DQ18 —V—{ |02 102 DQ50 —N 02 102
DQ19 —V— 103 {103 DQ51 —V /03 103
DQ20 —M{ /0 4 o4 o DQ52 —V 04 I 104
D21 —M—| o5 D1 o5 DQ53 —W{ o5 D3 | _liwos D7
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DQ24 —N—|l/O8 L lios DQ56 —AI/08 L _los
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DQ26 —A—[l/O0 10 /0 10 DQ58 —AM 10 10 1o 10
DQ27 —N—[l/0 11 —1/0 11 DQ59 —AM 1O 11 L_lron
DQ28 —N—|lI/0 12 Lo 12 DQ60 —AMIO 12 L_lvo12
DQ29 —W\—|II0 13 /o 13 DQB1 —AMI/O 13 L1013
DQ30 —A—|I/0 14 /0 14 DQ62 —AMIO 14 L1014
DQ31 —A—[l/0 15 L_lio1s DQ63 —AI/0 15 | _lio1s
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BA0-BA2 SDRAMS D0-D7 st o], Detect(SPD) |« SDA
A0-A13 - A—]— SDRAMS D0-D7 _l__‘ a2 we
[RAS 4~/ ——f—» SDRAMS D0-D7 L l
ICAS SDRAMS D0-D7 ) = # . )
M Unless otherwise noted, resistor
IWE — A/ —— SDRAMS D0-D7 VppSPD  ———¢—— SPD o ’
L 1 Vier SDRAMS D0-D7 valueg are 22Q+ 5%
ckKO - DQ wiring may differ from that
4 loads described in this drawin
cKO g
’ SDRAMS D0-D7, Vpp and VppQ
Voo S pp @M Voo™ however, DQ,DM,DQS,/DQS
CKl ———————= E:.L,, relationships are maintained
4 loads Ves SDRAMS D0-D7, SPD p
cKi @ — as shown




